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マイクロボロメータ型赤外線検出器は、冷却

機構を必要とせず２次元アレイ化も容易な、安

価で軽量な赤外線カメラの一つである。ボロメ

ータ材料を内包した受光部は、基板と細い梁で

電気的熱的に接続される。受光部が赤外線を吸

収すると温度が上昇し、それに伴うボロメータ

材料の電気抵抗変化を読み出すことで、赤外線

入射光量を算出する。そのため感度はボロメー

タ材料の抵抗温度係数(Temperature Coefficient 

of Resistance : TCR)に強く律速される。我々は

電界誘起層形成法で抽出された半導体型カー

ボンナノチューブ(CNT)ネットワークが大き

な TCR を持つことを見出し[1]、これを用いた

マイクロボロメータ型赤外線検出アレイの製

造プロセスを開発し、その感度特性を報告して

きた[2]。今回その低周波雑音特性を評価した。 

雑音の評価には、前回報告した感度測定と同

様の単素子状の TEG (Test Element Group)[2]を

用いた。Fig. 1内にその評価系を示す。真空デ

ュワー内に TEG が形成されたセンサチップを

設置し、センサ素子とロード抵抗に直列に電圧

を印加、センサ素子とロード抵抗間の電位をカ

レントアンプで増幅し、スペクトラルアナライ

ザで雑音の周波数依存性を測定した。ロード抵

抗はセンサ素子と同程度の抵抗値のものを選

定した。Fig. 1に低周波雑音の電圧依存性を示

す。一般的にMEMSボロメータは 100 Hz未満

のフレームレートで用いられ、これを元に測定

周波数範囲を設定した。雑音密度は周波数にお

およそ反比例し、1/f 雑音が支配的であること

が分かった。今後の比検出能の向上には、高

TCR 化による感度向上に加え、1/f 雑音の低減

も重要であることが示唆された。 
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Fig. 1 Voltage noise power density and 

measurement setup. 
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